
���������	
����������	
�� ���

�
�����������
�������������������������������������������������������������	��������

����1#&232&2#4�1#&552&2#

���
��
���	����

�����������������������
���������������������� ������!"�����

#�����$��%&����'���������������(��)���*�����!"+��,���*�-�.����.����

�%��/�"��0��1���	����$�	

23

�����!"��������.��
���	����$�	



����������������*�����9
�����:��������������������*�����9
 ����$;������0)<��������������"��=����������������>����?����������������������
@����8527$:$;52##A4
/������*��������	�8527$:$;52##

���"��������B�����������������9
���"�������������C�������C����>����9
 ������$;�D�����������"��=����0)<������"��������������������������=�������C>������
�����C������>����@����8527$:$;52##A4
�������������������	�8527$:$;52##

���

/����������!�12�������

Full document details: DIN EN 62047-7:2012-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62047-7-2012-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62047-7-2012-02


 
DIN EN 62047-7:2012-02 

2 

Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2011-07-21 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm 
ist 2012-02-01. 

 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 62047-7:2008-09. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 „Halbleiterbauelemente“ der DKE  Deutsche 
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 47F „Micro-electromechanical systems“ erarbeitet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) unver-
ändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation angegeben 
ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation 
– bestätigt, 
– zurückgezogen, 
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder 
– geändert. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein 
Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: 
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins 
Deutsche Normenwerk aufgenommen. 
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Vorwort 

Der Text des Schriftstücks 47F/79/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 62047-7, ausgearbeitet von dem 
SC 47F „Micro-electromechanical systems“ des IEC TC 47 „Semiconductor devices“, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2011-07-21 als EN 62047-7 ange-
nommen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN und CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2012-04-21 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2014-07-21 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der Internationalen Norm IEC 62047-7:2011 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als 
Europäische Norm angenommen. 

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden 
Anmerkungen einzutragen: 

IEC 60368-1:2000  
+ A1:2004 

ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 60368-1:2000 + A1:2004 (nicht modifiziert). 

IEC 60368-2-2 ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 60368-2-2. 

IEC 60862-1:2003 ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 60862-1:2003 (nicht modifiziert). 

IEC 60862-2 ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 60862-2. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil der IEC 62047 legt Begriffe, Definitionen, Symbole, Konfigurationen sowie Prüf- und Messver-
fahren fest, die für Bewertungen und Ermittlungen der Leistungs- und Funktionskenngrößen von BAW-Reso-
natoren, -Filtern und -Duplexern (BAW, en: bulk acoustic waves) als Bauelemente zur Stabilisierung und 
Selektion von Hochfrequenz(HF)-Signalen verwendet werden können. Dieses Dokument legt die Prüf- und 
Messverfahren und allgemeine Anforderungen für BAW-Resonatoren, -Filter und -Duplexer mit bestätigter 
Qualität fest, um für Fähigkeits- oder Qualifikations-Anerkennungsverfahren verwendet zu werden. 

2 Normative Verweisungen 

Keine. 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 Allgemeine Begriffe 

3.1.1 
akustische Volumenwelle 
BAW (en: bulk accoustic wave) 
akustische Welle, die sich im Volumen eines Körpers ausbreitet 

3.1.2 
BAW-Resonator 
Resonator, bei dem eine akustische Volumenwelle angewendet wird 

ANMERKUNG Ein BAW-Resonator besteht aus einem piezoelektrischen Werkstoff, der zwischen einer Ober- und 
Unterelektrode liegt, so wie in Bild 1 dargestellt. Ober- sowie Unterelektrode sind in der Lage, in vertikaler Richtung der 
durch ein Abscheideverfahren aufgebrachten piezoelektrischen Dünnschicht zu schwingen. Die Elektroden sind entweder 
zwei Luft-Festwerkstoff-Grenzschichten oder ein akustischer Bragg-Reflektor und eine Luft-Festwerkstoff-Grenzschicht. 
Die erste Bauart wird häufig als Membran- oder Dünnschicht-BAW-Resonator (FBAR-Bauart; en: film bulk accoustic 
resonator) und die zweite Bauart als Spiegel-Resonator (SMR-Bauart; en: solidly-mounted resonator) bezeichnet. 
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Legende 

Schichten eines BAW-Resonators Komponenten zum Betreiben eines BAW-Resonators 

Elektrode liefert den elektrischen Eingang für das 

Volumen der piezoelektrischen Dünnschicht 

und den elektrischen Anschluss für die 

äußere Beschaltung 

Wechselspannungs-

quelle 

elektrische Signalquelle zur Schwingungs-

erzeugung eines BAW-Resonators 

piezoelektrische 

Dünnschicht 

Volumenschicht einer Art des BAW-

Resonators 

  

Luft-Festkörper-

Grenzschicht 

   

Bild 1 – Prinzipieller Aufbau eines BAW-Resonators 

3.1.3 
Elektrode 
elektrisch leitende Platte im unmittelbaren Abstand zur piezoelektrischen Dünnschicht bzw. Kontaktschicht 
mit einer Fläche auf der piezoelektrischen Dünnschicht, mit der ein polarisiertes oder sich ausbreitendes Feld 
auf dieses Element einwirkt 

[IEC/TS 61994-1, 3.21] 

3.1.4 
piezoelektrische Dünnschicht 
Dünnschicht, die piezoelektrische Eigenschaften hat 

ANMERKUNG Piezoelektrische Dünnschichten können nach nicht-ferroelektrischen und ferroelektrischen Werkstoffen 
unterschieden werden. Die nicht-ferroelektrischen Werkstoffe wie Aluminiumnitrid (AlN) und Zinkoxid (ZnO) haben eine 
kleine Dielektrizitätskonstante (Permittivität), einen geringen dielektrischen Verlust, eine gute Härte und hervorragende 
Isolationseigenschaften. Somit sind sie für Mikrowellen-Resonatoren und Filteranwendungen gut geeignet. Ferroelek-
trische Werkstoffe wie Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) und Blei-Lanthan-Zirkonat (PLZT) haben eine hohe Dielektrizitäts-
konstante, einen großen dielektrischen Verlust und gute Isolationseigenschaften. Somit sind sie für Speicher- und Akto-
renanwendungen gut geeignet. 

3.1.5 
direkter piezoelektrischer Effekt 
Effekt, bei dem eine mechanische Verformung eines piezoelektrischen Werkstoffs eine dazu proportionale 
Änderung in der elektrischen Polarisation des Werkstoffs verursacht 

3.1.6 
umgekehrter piezoelektrischer Effekt 
reziproker piezoelektrischer Effekt 
Effekt, bei dem ein äußeres elektrisches Feld eine dazu proportionale mechanische Spannung in einem 
piezoelektrischen Werkstoff verursacht 

ANMERKUNG Angewandt wird der umgekehrte piezoelektrische Effekt häufig bei akustischen Wellenresonatoren und 
Filtern, Resonanzsensoren, Oszillatoren, Ultraschallgeneratoren und Aktoren. Der direkte piezoelektrische Effekt wird 
meistens bei piezoelektrischen Sensoren und Spannungsgeneratoren angewandt. 
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3.2 Begriffe zu BAW-Filtern 

Im Bild 2 werden die Schaltungsarten hinsichtlich des Entwurfs von BAW-Filtern gezeigt. 

 

a) Ladder-Schaltungsart (Leiterschaltung) 

 

b) Lattice-Schaltungsart (Brückenschaltung) 

Bild 2 – Schaltungsarten für BAW-Filter 

ANMERKUNG Wie im Bild 2 gezeigt, werden BAW-Resonatoren in Serie und parallel geschaltet, um elektrische Filter 
zu bilden. Die Resonanzfrequenzen der Serien- und Parallelresonatoren sollten unterschiedlich sein, um die Bandbreite 
des BAW-Filters sicherzustellen. 

3.2.1 
Ladder-Filter 
Filter mit einer Kaskaden- oder Tandemverbindung von alternierenden in Serie und parallel geschalteten 
BAW-Resonatoren 

ANMERKUNG Ein in Serie geschalteter BAW-Resonator sollte eine etwas höhere Resonanzfrequenz als die eines 
parallel geschalteten BAW-Resonators haben. Bei Filterschaltungen entsprechend Bild 2 wird die Resonanzfrequenz des 
Parallel-BAW-Resonators gleich der Resonanzfrequenz des Serien-BAW-Resonators benötigt. Das ergibt steile Flanken, 
aber schlechtere Sperrbereichs-Kennwerte, so wie in Bild 3 a) dargestellt. Hilfsinduktivitäten führen zu einer 
Verbesserung der Isolation, und im Allgemeinen werden auch die Kennwerte der auf den Durchlassbereich bezogenen 
davon entfernten Nebenbänder kleiner. 

 

a) Ladder-Schaltungsart 

 

b) Lattice-Schaltungsart 

Bild 3 – Schaltungsarten für BAW-Filter 

Full document details: DIN EN 62047-7:2012-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62047-7-2012-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62047-7-2012-02

